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報告書データ / Report

概要（目的・用途・実施
内容）

Abstract (Aim, Use
Applications and

Contents)

カーボンナノチューブを用いたメモリデバイス（CRAM）の研究を行っている。本
デバイスを作製するためには100 nm程度の下部電極を形成する必要があり、本研
究ではエッチバックにて加工を行っている。具体的には図1の様にHSQを100nmの
電極ピラー上にTEOS-SiO2を形成し、その上にHSQをスピンコートすることで平坦
な表面を形成する。その表面をドライエッチングでピラーの頭が露出するまで行っ
ている。このエッチバックではTEOS-SiO2とHSQのエッチングレートの選択比が小
さいことが必要であり、今回、HSQのエッチングレートの低速化を目的にHSQの加
熱処理の効果の検討を実施した。

実験
Experimental

SiO2/Si基板上にスピンコートにてHSQを形成した。80℃にて溶媒を蒸発させた後、
N2雰囲気中にて400、500、600℃まで昇温を行い、30 min保持することで加熱処
理を行った。加熱処理したHSQ膜をICP-RIE（AT-019）にてCF4/Ar=80/20 sccm、
ガス圧：1 Pa、アンテナ/バイアス：100 W/75 Wの条件でエッチングを行い、エッ
チングレートを見積った。また、FT-IR（保有装置）によりHSQの化学状態評価を
実施した。さらに、実際のエッチバック加工として下部電極をICP-RIE（AT-082）
を用いCl2にてエッチングすることでピラー形状を作製し、TEOS-CVD（AT-030）
を用いてSiO2で埋め込みを行った後HSQによるエッチバックを実施した。

結果と考察
Results and Discussion

図2(a)に示すようにHSQのエッチングレートは温度を上げることにより低下する傾
向を示した。また、IRスペクトルより（図2(b)）、高温になるにつれHSQを構成す
る構造の1130 cm -1のO-Si-O籠型構造伸縮モードからSiO2の伸縮モードであ
る1070 cm-1 のO-Si-Oネットワーク構造伸縮モードへの変化が見られ、結晶構造
がSiO2に近づいていることが分かった。以上より、HSQの加熱により、SiO2への結
晶構造変化が促進され、その結果、エッチングレートが低減したと考えられる。ま
た、400℃で加熱したHSQによるエッチバックにより、下部電極が露出したピラー
の頭が露出する形状を形成できることを確認した。
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図1．エッチバックの概要
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図2．加熱処理後のHSQの(a)エッチングレート、(b)IRスペクトル
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